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概  要 

 

基板上に MBE，MOCVD 等でエピタキシャル成長される量子構造，特に量

子ドットを，一旦大気曝露後，表面準位・汚染を除去しつつ，歪みなくパッシ

ベーション被覆する方法． 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

従来，量子構造を表面に据えて用いるという発想は殆どされてこなかった．

しかし，発光・受光素子，センサー，触媒等の用途では，それが有効である．

更に近年，量子ドットの長波長発光化にも表面量子ドットが有利であることが

報告されてきた．本技術は，大気暴露された表面量子ドットの表面準位・汚染

を除去しつつ，歪みなくパッシベーション被覆を可能にしたもので，新たな素

子応用への道を開くものである． 

本技術の 

有用性 

表面量子構造の活用を可能にする． 

結果，長波長発光・受光素子や新規センサー・触媒の開発が可能になる． 

関連情報 

（図・表・写真等） 

   

 本手法により被覆した GaAs(001)上の InAs 量子ドットとその PL スペク

トル．ドットの形状が保たれており，被腹膜厚と共に PL強度は増大． 
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